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Тема дисертації:
1. Особливості анізотропії розсіяння електронів у кристалах Si і Ge n-типу, що виникають під впливом
направленої пружної деформації, термовідпалів і ядерної радіації

2. The features of the scattering anisotropy in the n-Si and n-Ge crystals which appear under the influence of the
axial elastic deformation, heat treatment and the nuclear irradiation

Реферат:
1. Об'єкт: кінетика електронних процесів і залежність останніх від анізотропії розсіяння електронного газу на
коливаннях кристалічної гратки n-Si і n-Ge, а також на домішкових центрах різної природи в їх об'ємі. Мета:
комплексне дослідження особливостей анізотропії розсіяння і ролі радіаційних дефектів у формуванні
електрофізичних властивостей Si і Ge n-типу при різному рівні легування і з врахуванням наявності в них
залишкових домішок в умовах впливу зовнішніх полів. Методи: звичайний і парний ефект Холла,
вимірювання питомого опору, магнітоопору, термо-е.р.с. Основні результати: отримано значення констант
деформаційного потенціалу зсуву в нейтронно-опромінених кристалах n-Si, параметрів анізотропії
рухливості і анізотропії термо-е.р.с. в умовах прояву ефекту захоплення електронів фононами, дослідження
впливу ступеня компенсації на вказані ефекти.



2. Object of investigation: kinetic of electron processes and they dependence from anisotropy of electron gas
scattering on lattice vibration and on impurity centers (with different origin mechanism) in n-Si and n-Ge. Aim of
work: complex investigation of scattering anisotropy peculiarities and role of radiation defects in the formation of
electro-physical properties of n-type Si and Ge under various doping level and taking into account the existing of
the trace impurities for conditions of external fields action. Methods: Even and ordinary Hall effects,
measurements of resistance, magneto-resistence, thermo- electromotive force. Main results: the values of
deformation potential constants in neutron irradiated n-Si crystals and the parameters of anisotropy for electron
gas scattering and anisotropy of thermo-electromotive force have been obtained. The influence of compensation
level on such processes has been studied.
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